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(57) Abstract: The invention relates to a component having an optoelectronic part, wherein the part is designed to generate electro-
magnetic radiation having an initial wavelength, the part being designed to emit the radiation via an emission surface, the part being
designed to output part of the radiation via an underside, wherein a substrate is provided, wherein a first conversion layer is provided,
wherein the first conversion layer is arranged between the underside of the component and the substrate, wherein the first conversion
layer at least partly absorbs the radiation from the part and emits the same with a first wavelength, wherein the first wavelength is
higher than the initial wavelength.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit einem optoelektronischen Bauelement, wobei das Bauelement aus-
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gebildet ist, um eine elektromagnetische Strahlung mit einer Ausgangswellenldnge zu erzeugen, wobei das Bauelement ausgebildet
ist, um die Strahlung {iber eine Abstrahlfliche abzugeben, wobei das Bauteil ausgebildet ist, um einen Teil der Strahlung iiber eine
Unterseite abzugeben, wobei ein Tréager vorgeschen ist, wobei eine erste Konversionsschicht vorgesehen ist, wobei die erste Konver-
sionsschicht zwischen der Unterseite des Bauteils und dem Tréger angeordnet ist, wobei die erste Konversionsschicht die Strahlung
des Bauelementes wenigstens teilweise absorbiert und mit einer ersten Wellenldnge emittiert, wobei die erste Wellenldnge grofier als
die Ausgangswellenlédnge ist.
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BAUTEIL MIT EINEM OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENT

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein Bauteil mit einem optoelektroni-
schen Bauelement, ein Verfahren zum Herstellen eines Bauteils

und ein Verfahren zum Herstellen eines Bauelementes.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2016 124 526.7, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Im Stand der Technik sind Bauteile mit optoelektronischen
Bauelementen bekannt, wobei die Bauelemente ausgebildet sind,
um eine elektromagnetische Strahlung zu erzeugen. Zudem ist
es bekannt, eine Konversionsschicht uUber dem Bauelement vor-
zusehen, um die Wellenldnge der elektromagnetischen Strahlung

des Bauelementes zu verschieben.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Bauteil bereit-
zustellen, das geringere optische Verluste aufweist. Zudem

besteht die Aufgabe der Erfindung darin, einfache Verfahren
zum Herstellen eines Bauteils und eines Bauelementes bereit-

zustellen.

Die Aufgaben der Erfindung wird durch die unabhangigen Pa-
tentanspriiche geldst. In den abhangigen Anspriichen sind Wei-

terbildungen des Bauteils angegeben.

Ein Vorteil des beschriebenen Bauteils besteht darin, dass
Strahlungsverluste der Strahlung, die {iber eine Unterseite
des Bauelementes abgegeben wird, reduziert werden. Dies wird
dadurch erreicht, dass zwischen dem optoelektronischen Bau-
element und dem Trager eine erste Konversionsschicht vorgese-
hen ist. Die erste Konversionsschicht veradndert die Ausgangs-
wellenlange der Strahlung. Die Strahlung mit der veranderten
Wellenldnge erfahrt bei einer Reflexion an einem Trager und

im Bauelement geringere Strahlungsverluste.
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Dazu ist ein Bauteil mit einem optoelektronischen Bauelement
vorgesehen, wobei das Bauelement ausgebildet ist, um eine
elektromagnetische Strahlung zu erzeugen. Das Bauelement ist
ausgebildet, um die Strahlung iber eine Abstrahlfldche abzu-
geben. Weiterhin weist das Bauelement eine Unterseite auf,
ilber die ein Teil der Strahlung abgebeben wird. Das Bauele-
ment ist auf einem Tradger angeordnet. Zwischen dem Trédger und
dem Bauelement ist eine erste Konversionsschicht mit einem
ersten Konversionsmaterial angeordnet. Die erste Konversions-
schicht absorbiert die Strahlung des Bauelementes mit der
Ausgangswellenlange und gibt eine in der Wellenldnge verscho-
bene Strahlung mit einer ersten Wellenlange aus. Die erste

Wellenldnge ist grdBer als die Ausgangswellenlange.

Da die erste Konversionsschicht zwischen dem Rauelement und
dem Trager angeordnet ist, trifft weniger elektromagnetische
Strahlung des Bauelementes mit der unveranderten Ausgangswel-
lenlédnge auf den Trager treffen. Trager mit z.B. einer Sil-
berschicht weisen eine Reflektivitat auf, die mit Zunahme der
Wellenldnge ebenfalls zunimmt. Somit werden Strahlungsverlus-
te bei der Reflexion am Tradger dadurch reduziert, dass we-
nigstens ein Teil der Strahlung vor dem Auftreffen auf den
Trager in der Wellenldnge zu einer ladngeren Wellenldnge ver-
schoben wird. Zudem emittiert die erste Konversionsschicht
wenigstens ein Teil der absorbierten und in der Wellenlange
verschobenen Strahlung wieder in Richtung auf das Bauelement.
Dieser Teil kann bis zu 50% der emittierten Strahlung sein,
der nicht auf den Tré&ger bzw. einen Spiegel trifft. Auch

dadurch werden Strahlungsverluste reduziert.

In einer weiteren Ausfiihrungsform ist iber dem Bauelement ei-
ne zweite Konversionsschicht angeordnet. Das zweite Konversi-
onsmaterial absorbiert die Strahlung des Bauelementes mit der
Ausgangswellenlange und gibt eine Strahlung mit einer zweiten
Wellenldnge ab. Die erste Wellenldnge ist grdBer als die

zwelite Wellenldnge. Mithilfe der zweiten Konversionsschicht
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kann eine gewlinschte Wellenlangenverteilung der vom Rauteil

abgegebenen Strahlung erreicht werden.

Die beschriebene Anordnung eignet sich insbesondere fiir Bau-
elemente, die blaues Licht ausstrahlen. Die erste Konversi-
onsschicht kann beispielsweise ausgebildet sein, um das blaue
Licht in der Wellenldnge zu rotem Licht zu verschieben. Die
zweite Konversionsschicht kann ausgebildet sein, um elektro-
magnetische Strahlung, insbesondere blaues Licht, in der Wel-
lenldnge zu grinem Licht zu verschieben. Somit kann z.B. wei-

Bes Licht erzeugt werden.

Da die erste Konversionsschicht unterhalb des Rauelementes
angeordnet ist, kann die elektromagnetische Strahlung mit der
ersten Wellenlange ohne wesentliche Absorption durch die

zweite Konversionsschicht gestrahlt werden.

In einer Ausfihrungsform weist die erste Konversionsschicht
eine Dicke auf, die kleiner als 20 pm ist. Auf diese Weise
wird eine gute thermische Kopplung zwischen der Unterseite
des Bauelementes und dem Trager erreicht. Die erste Konversi-
onsschicht kann auch dinner als 20 um ausgebildet werden, um
eine bessere thermische Kopplung zu erreichen. Beispielsweise
kann die erste Konversionsschicht diinner als 15 pm oder din-
ner als 10 pm und insbesondere dinner als 5S5um sein. Eine ge-
wisse Mindestdicke von beispielsweise 1 pm oder 3pum kann fir
die Stabilitat der ersten Konversionsschicht von Vorteil
sein. Bei gleichem Leuchtstoff und bei gleicher Korngrohle ist
je dinner die erste Konversionsschicht ausgebildet ist, umso
geringer der Anteil der Strahlung, der in der ersten Konver-
sionsschicht zu der zweiten Wellenlange verschoben wird. Je-
doch nimmt der thermische Kontakt zwischen dem Bauelement und
dem Trager mit Abnahme der Dicke der ersten Konversions-

schicht zu.

Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform weist die erste
Konversionsschicht erste Konversionspartikel auf, die eine

Grohle, insbesondere eine mittlere Grohle aufweisen, die klei-
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ner als 10 um ist. Abhangig von der gewdhlten Ausfihrungsform
kénnen die ersten Konversionspartikel kleiner als 5 pm sein,
insbesondere die mittlere GroRe der ersten Konversionsparti-
kel kann kleiner als 5 pm sein. Mithilfe der kleinen Parti-
kelgrole kann eine diinne erste Konversionsschicht mit hoher
Packungsdichte hergestellt werden. Zudem wird durch eine gro-
Bere Anzahl bei der Verwendung von kleinen Konversionsparti-
keln und gleichem Volumen- oder Gewichtsanteil eine hohere
Reflektivitat erreicht. Die diffuse Reflektivitat wird somit
durch die stéarkere Streuung an der grdBeren Anzahl der klei-
nen Konversionspartikeln erhdht. Die hohe Reflektivitat ist
von Vorteil, da bei einer Reflexion in der ersten Konversi-
onsschicht ein Auftreffen der Strahlung auf den Trager ver-
mieden wird. Bei einer Reflexion am Trager kénnen weitere

Strahlungsverluste auftreten.

In einer weiteren Ausfiihrungsform weist die erste Konversi-
onsschicht ein Matrixmaterial und erste Konversionspartikel
auf. Die Konversionspartikel weisen abhangig von der gewdhl-
ten Ausfihrungsform wenigstens 50 % an Volumen der ersten
Konversionsschicht auf. Abhangig von der gewahlten Ausfih-
rungsform kdénnen die Konversionspartikel wenigstens 70 % an
Volumen der ersten Konversionsschicht darstellen. Aufgrund
der hohen Packungsdichte wird eine hohe thermische Leitfahig-
keit erreicht. Die hohe thermische Leitfahigkeit ist gut fir
eine gute Warmeabfuhr zum Trager. Die Konversionspartikel
weisen eine hdhere thermische Leitfahigkeit als das Matrixma-
terial auf. Insofern ist es winschenswert, mdglichst viel
Konversionsmaterial in die erste Konversionsschicht einzu-
bringen, da dadurch die thermische Leitfahigkeit der ersten

Konversionsschicht steigt.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist das Matrixmaterial
der ersten Konversionsschicht einen optischen Brechungsindex
auf, der kleiner ist als 1,45. Dadurch wird eine erhdhter Re-
flexionsgrad fur die Strahlung bei einem Ubergang zwischen

dem Bauelement und ersten Konversionsschicht erreicht.
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Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kann zwischen der
ersten Konversionsschicht und dem Trager oder zwischen der
ersten Konversionsschicht und dem Rauelement eine Klebe-
schicht ausgebildet sein. Die Klebeschicht kann beispielswei-
se aus Silikon bestehen. Abhdngig von der gewahlten Ausfih-
rungsform weist die Klebeschicht einen optischen Brechungsin-
dex auf, der kleiner als 1,45 ist. Dadurch kann auch ein er-

hohter Reflexionsgrad erreicht werden.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist auf dem Tradger eine
Spiegelschicht angeordnet. Die Spiegelschicht erhdht den Re-
flexionsgrad der Strahlung zurick in Richtung auf das Bauele-
ment und damit zuriick in Richtung auf die Abstrahlfliche des
Bauelementes. Die Spiegelschicht kann Metall, insbesondere
Silber aufweisen oder aus Metall bestehen und insbesondere

aus Silber bestehen.

Abhadngig von der gewahlten Ausfihrungsform ist die erste Kon-
versionsschicht auch seitlich neben dem Bauelement auf dem
Trager angeordnet. Dadurch wird elektromagnetische Strahlung,
die gseitlich vom BRauelement in Richtung auf den Trager ge-
richtet ist, in der Wellenldnge verschoben. Somit wird auch

dadurch der Reflexionsgrad am Trager erhoht.

In einer weiteren Ausfithrungsform ist die zweite Konversions-
schicht auch seitlich des Bauelementes auf dem Trager ange-
ordnet. Dadurch kann auch seitlich vom Bauelement abgegebene
Strahlung in der Wellenlange zur zweiten Wellenladnge verscho-
ben werden. Dadurch wird eine homogenere Verteilung einer
gleichen Wellenlangenverteilung iUber eine vergroBerte Ab-
strahlflache erreicht, die das Bauelement und den Trager um-

fasst.

Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kann eine weitere
erste Konversionsschicht zwischen der Abstrahlflache des Bau-
elementes und der zweiten Konversionsschicht angeordnet sein.
Dadurch kann eine gewlinschte Wellenld@ngenverschiebung in

Richtung auf die erste Wellenldnge erreicht werden. Somit ist
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es nicht erforderlich, die gesamte gewlinschte Wellenlan-
genverschiebung in Richtung auf die erste Wellenldnge in der
ersten Konversionsschicht zwischen dem Bauelement und dem
Trager zu erreichen. Dadurch kann die erste Konversions-
schicht mit einer geringen Dicke ausgebildet werden. Auch die
geringe Dicke sorgt fir eine gute thermische Kopplung zwi-
schen dem Bauelement und dem Trager. Zudem kann auf diese
Weise der Aufbau der ersten Konversionsschicht allein auf die
Funktion beschrankt werden, die Strahlungsverluste der Strah-
lung zu reduzieren, die nach unten auf den Trager und wieder
zurlick zum Bauelement gestrahlt wird. Die gewiinschte Wellen-
langenverteilung kann mit der weiteren ersten Konversions-
schicht eingestellt werden. Somit kann die Dicke der ersten
Konversionsschicht und die Packungsdicke der Streupartikel
der ersten Konversionsschicht auf die Reduzierung der Strah-
lungsverluste und/oder die thermische Leitfdhigkeit optimiert

werden.

Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kann die zweite
Konversionsschicht auch erste Konversionspartikel aufweisen.
Somit kann eine Verschiebung der Wellenlange eines Anteils
der elektromagnetischen Strahlung in die erste Wellenlédnge
auch mithilfe der zweiten Konversionsschicht erreicht werden.
Auch dieses Merkmal ist dazu geeignet, um die erste Konversi-
onsschicht dinn auszubilden, damit eine gute thermische Kopp-

lung zwischen dem Bauelement und dem Tradger vorliegt.

In einer Ausfihrungsform weisen die erste und/oder die zweite
Konversionsschicht Konversionspartikel mit unterschiedlichen
Emissionswellenlangen auf. Die erste und/oder die zweite Kon-
versionsschicht kdénnen verschiedene Konversionspartikel auf-
weisen, die im Wesentlichen Licht mit gleicher Farbe aber mit
unterschiedlichen Wellenldngen emittiert. Zudem kdnnen die
erste und die zweite Konversionsschicht verschiedene Konver-
sionspartikel aufweisen, die verschieden farbiges Licht wie
z.B. rotes Licht, griines Licht und/oder gelbes Licht emittie-
ren. Zudem koénnen die erste und/oder die zweite Konversions-

schicht bis zu finf verschiedene Konversionspartikel aufwei-
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sen, wobei die verschiedenen Konversionspartikel Strahlung,
insbesondere Licht mit verschiedenen Wellenldngen emittieren.
Die verschiedene Konversionspartikel konnen finf verschiedene
Wellenldngen an Licht, d.h. insbesondere fiinf verschiedene
Farben wie z.B. rotes Licht, griines Licht und/oder gelbes

Licht emittieren.

Es wird ein einfaches und kostenglinstiges Verfahren zum Her-
stellen eines Bauteils mit einem optoelektronischen Rauele-
ment vorgeschlagen, wobei das Bauelement ausgebildet ist, um
eine elektromagnetische Strahlung mit einer Ausgangswellen-
lange zu erzeugen, wobeili das Bauelement ausgebildet ist, um
die Strahlung lber eine Abstrahlfldche abzugeben, wobei ein
Trager mit einem Rahmen bereitgestellt wird, wobei der Rahmen
einen Aufnahmeraum umgibt, wobei das Bauteil in den Aufnahme-
raum auf dem Tradger in der Weise angeordnet wird, dass eine
erste Konversionsschicht zwischen einer Unterseite des Rau-
teils und dem Trager angeordnet wird, wobei das Bauteil aus-
gebildet ist, um einen Teil der Strahlung iUber die Unterseite
abzugeben, wobei die erste Konversionsschicht die Strahlung
des Bauelementes wenigstens teilweise absorbiert und mit ei-
ner ersten Wellenldnge emittiert, wobei die erste Wellenlange
groBer als die Ausgangswellenlange ist, wobei in den Aufnah-
meraum ein flissiges Matrixmaterial mit zweiten Konversions-
partikeln eingefiillt wird, wobei bei einem Absetzvorgang sich
die zweiten Konversionspartikel auf dem Bauelement absetzen

und eine zwelite Konversionsschicht ausbilden.

Es wird ein einfaches und kostenglinstiges Verfahren zum Her-
stellen eines Bauelementes vorgeschlagen, wobei ein Wafer mit
einer Halbleiterschichtstruktur zum Erzeugen elektromagneti-
scher Strahlung bereitgestellt wird, wobei in den Wafer mit
Laserstrahlen Sollbruchstellen eingebracht werden, wobei auf
eine Seite des Wafers eine erste Konversionsschicht aufge-
spriht wird, und wobei nach einem Aushadrten der ersten Kon-
versionsschicht der Wafer anhand der Sollbruchstellen in ein-

zelne Bauelemente aufgeteilt wird.
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Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und einfacher in Verbindung mit der Be-
schreibung der folgenden Ausfihrungsbeispiele verstanden, die
mit detaillierteren Ausfiihrungen in Verbindung mit den Figu-

ren erlautert werden. Es zeigen

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine erste Ausfiih-

rungsform eines Bauteils,

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine zweite Ausfih-

rungsform eines Bauteils,

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine dritte Ausfih-

rungsform eines Bauteils,

Fig. 4 bis 7 ein Verfahren zum Herstellen eines Bauteils,

Fig. 8 bis 11 ein Verfahren zur Herstellung eines Bauele-

mentes mit einer ersten Konversionsschicht.

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine schematische Dar-
stellung eines Bauteils 1, das einen Trager 2 aufweist. Auf
dem Trager 2 ist ein optoelektronisches Bauelement 3 angeord-
net. Das optoelektronische Bauelement 3 ist ausgebildet, um
eine elektromagnetische Strahlung, insbesondere sichtbares
Licht zu erzeugen. Das optoelektronische Bauelement 3 kann
beispielsweise als Halbleiterchip in Form einer Laserdiode
oder einer Leuchtdiode ausgebildet sein. Das optoelektroni-
sche Bauelement 3 kann eine aktive Zone mit einer p-n-
Grenzschicht aufweisen, die bei einer Bestromung elektromag-

netische Strahlung erzeugt.

Beispielsweise kann das optoelektronische Bauelement 3 ausge-
bildet sein, um blaues Licht zu erzeugen. Der Trager 2 kann
beispielsweise in Form einer Leiterplatte ausgebildet sein.
Zudem kann der Trager 2 auch aus anderen Materialien, insbe-

sondere aus einer Folie, einer Keramik, einem Kunststoff, ei-
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nem Moldmaterial, einem Saphir oder Silizium bestehen oder
wenigstens eines der genannten Materialien aufweisen. Der
Trager 2 kann auch aus Metall, insbesondere aus einem metal-
lischen Leiterrahmenabschnitt gebildet sein. Der Trager 2

kann insbesondere aus Kupfer bestehen.

Das Bauelement 3 ist ausgebildet, um elektromagnetische
Strahlung 4 lber eine Abstrahlfldche 5 abzugeben. Die Ab-
strahlfldche 5 ist in dem dargestellten Ausfihrungsbeispiel
gegenliberliegend zum Trager 2 angeordnet. Das BRauelement 3
weist die aktive Zone zum Erzeugen der Strahlung in einem
oberen Bereich auf, der beispielsweise direkt an die Obersei-
te 16 des Bauelementes 3 angrenzt. Dadurch wird der grdlite
Teil der Strahlung iUber die Oberseite 16 abgegeben. Weiterhin
ist das Bauelement 3 ausgebildet, um einen Teil der Strahlung
4 seitlich und nach unten in Richtung auf den Trager 2 abzu-
geben. Diese Situation ist schematisch in Form von Pfeilen in
der Figur dargestellt. Das Bauelement 3 kann eine Halbleiter-
schicht aufweisen, die auf einem transparenten Substrat, bei-
spielsweise aus Saphir angeordnet ist. Somit kann das Bauele-

ment 3 einen lichtemittierenden Saphirchip darstellen.

In der dargestellten Ausfihrungsform weist das Bauelement 3
auf einer Oberseite 16, die die Abstrahlflidche 5 bildet,
elektrische Kontakte 6, 7 auf. Die elektrischen Kontakte 6,7
sind mit elektrischen Leitungen 8, 9 verbunden. Die elektri-
schen Leitungen 8, 9 sind vorgesehen, um eine elektrische
Spannung iber die elektrischen Kontakte 6, 7 an das Bauele-
ment 3, insbesondere an die aktive Zone mit der p-n-Schicht
anzulegen. Die dargestellte elektrische Kontaktierung ist nur
beispielhaft. Anstelle der Anordnung der elektrischen Kontak-
te 6, 7 auf der Abstrahlfldche 5 kdnnen die elektrischen Kon-
takte 6, 7 auch auf einer Unterseite 10 des Bauelementes 3
oder an Seitenfldchen des Rauelementes 3 vorgesehen sein. Zu-
dem kdénnen anstelle der dargestellten Bonddrédhte als elektri-
sche Leitungen auch Lotkugeln oder elektrische Leiterbahnen
vorgesehen sein. Zudem kann abhangig von der gewahlten Aus-

fihrungsform auch eine Flip-Chip-Montage vorgesehen sein, bei
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der das Bauelement 3 mit der Abstrahlflache 5 auf dem Trager

2 montiert ist.

Zwischen dem Bauelement 3 und dem Trager 2 ist eine erste
Konversionsschicht 11 angeordnet. Die erste Konversions-
schicht 11 weist erstes Konversionsmaterial auf, das ausge-
bildet ist, um die elektromagnetische Strahlung des Bauele-
mentes 3, die eine Ausgangswellenlange aufweist, zu absorbie-
ren und mit einer ersten Wellenldnge zu emittieren. Die erste

Wellenlédnge ist z.B. groBer als die Ausgangswellenléange.

In der dargestellten Ausfihrungsform ist die erste Konversi-
onsschicht 11 auf einer Unterseite 10 des Bauelementes 3 an-
geordnet. Das BRauelement 3 kann beispielsweise eine rechteck-
formige oder eine quadratische Grundfldche und damit eine

rechteckfdérmige oder quadratische Unterseite 10 aufweisen.

Zwischen der ersten Konversionsschicht 11 und dem Trager 2
ist eine Klebeschicht 13 angeordnet. Die Klebeschicht 13 kann
beispielsweise Silikon aufweisen oder aus Silikon bestehen.
Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform weist die Klebe-
schicht 13 einen niedrigen Brechungsindex auf, der insbeson-
dere unter 1,45 liegt. Abhangig von der gewdahlten Ausfih-
rungsform kann die Klebeschicht 13 eine Schichtdicke von bei-
spielsweise 0,5 pm bis 1 pm aufweisen. Die Klebeschicht 13
kann auch dicker ausgebildet werden, wobei jedoch eine gerin-
ge Dicke der Klebeschicht 13 bevorzugt wird. Die Klebeschicht
13 wird so dick ausgebildet, dass eine langzeitstabile Befeg-
tigung des Bauelementes 3 auf dem Trager 2 erreicht wird. Ab-
hangig von der gewdhlten Ausfihrungsform kdénnte die erste
Konversionsschicht 11 auch direkt auf dem Trager 2 angeordnet
sein und die Klebeschicht 13 zwischen der ersten Konversions-
schicht 11 und der Unterseite 10 des Bauelementes 3 angeord-
net sein. Zudem kann auf die Klebeschicht 13 auch verzichtet
werden, wobeili das Bauelement 3 lUber die erste Konversions-

schicht 11 mit dem Tra&ger 2 verbunden ist.
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Die erste Konversionsschicht 11 weist beispielsweise eine Di-
cke auf, die diinner als 20 pm, insbesondere diinner als 10 um
ist. Die erste Konversionsschicht 11 kann ein Matrixmaterial
und Konversionspartikel aufweisen. Beispielsweise kann das
Matrixmaterial ein Silikon sein. Fir eine gute thermische An-
bindung des Bauelementes 3 ist die erste Konversionsschicht
11 moglichst dinn ausgebildet. Zudem weist vorzugsweise die
erste Konversionsschicht 11 eine hohe thermische Leitfahig-
keit auf. Die thermische Leitfdhigkeit kann dadurch verbes-
sert werden, dass die Konversionspartikel mit einer hohen Pa-
ckungsdichte in der ersten Konversionsschicht 11 vorliegen.
Beispielsweise konnen die Konversionspartikel mehr als

50 Vol.-%, 1insbesondere mehr als 70 Vol.-% der Konversions-
schicht ausmachen. Je hoher die Packungsdichte der Konversi-
onspartikel ist, umso hdher ist die thermische Leitfdhigkeit,
da die Konversionspartikel eine hdhere thermische Leitfahig-

keit als das Matrixmaterial aufweisen.

Eine Oberseite 14 des Tragers 2 kann eine Spiegelschicht 15
aufweisen. Die Spiegelschicht 15 kann beispielsweise Metall
aufweisen, insbesondere aus Metall bestehen. Beispielsweise
kann die Spiegelschicht 15 Silber aufweisen, insbesondere aus
Silber bestehen. Zudem kann die Spiegelschicht eine Reflekti-
vitat aufweisen, die flir elektromagnetische Strahlung mit ei-
ner langeren Wellenldngen grdler ist als fir eine kiirzere
Wellenldnge. Beispielsweise kann die Spiegelschicht 15 blaues

Licht weniger stark reflektieren wie rotes Licht.

Auf der Oberseite 16 des Bauelementes 3, die gegeniiberliegend
zum Trager 2 angeordnet ist, ist eine zweite Konversions-
schicht 12 vorgesehen. Abhangig von der gewahlten Ausfih-
rungsform kann die zweite Konversionsschicht 12 direkt auf
der Oberseite 16 des Bauelementes 3 angeordnet sein. Zudem
kénnen abhangig von der gewdhlten Ausfihrungsform auch zu-
satzliche Schichten zwischen der Oberseite 16 des Bauelemen-
tes 3 und der zweiten Konversionsschicht 12 vorgesehen sein.
Die zweite Konversionsschicht 12 weist ein zweites Konversi-

onsmaterial auf. Das zweite Konversionsmaterial ist ausgebil-
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det, um die Strahlung 4 des Bauelementes 3 zu absorbieren und
mit einer zweiten Wellenlange zu emittieren. Die zweite Wel-
lenlange ist groRer als die erste Wellenlange der von der
ersten Konversionsschicht 11 emittierten Strahlung. Bei-
spielsweise kann die zweite Wellenldange im griinen sichtbaren
Bereich liegen. Die erste Wellenldnge kann im roten sichtba-
ren Bereich liegen. Diese Ausfihrungsform ist insbesondere
von Vorteil, wenn das Bauteil 1 insgesamt ein weiBes Licht
abgeben soll. Die zweite Konversionsschicht 12 kann ebenfalls

ein Matrixmaterial und zweite Konversionspartikel aufweisen.

Abhdngig von der gewahlten Ausfihrungsform kann eine weitere
zweite Konversionsschicht 20 auch seitlich neben dem Rauele-
ment 3 auf der Oberseite 14 des Tragers 2 angeordnet sein.
Die weitere zweite Konversionsschicht 20 kann aus dem glei-
chen Material wie die zweite Konversionsschicht 12 bestehen.
Weiterhin kann, wie dargestellt, eine transparente Deck-
schicht 17 die Anordnung, insbesondere die zweite Konversi-
onsschicht 12 abdecken. Abhangig von der gewdhlten Ausfih-
rungsform kann auf die Deckschicht 17 auch verzichtet werden.
Zudem kann abhdngig von der gewahlten Ausfihrung auf die

zwelte Konversionsschicht 12 verzichtet werden.

Die elektromagnetische Strahlung des Bauelementes 3, die die
Ausgangswellenlange aufweist und in Richtung auf den Trager 2
abgestrahlt wird, kann auf verschiedene Arten gestreut bezie-
hungsweise reflektiert werden. Ein Teil der Strahlung kann
Uber eine Totalreflexion an der Grenzflache zwischen der Un-
terseite 10 des BRauelementes 3 und der ersten Konversions-
schicht 11 zurick reflektiert werden. Die zuriick reflektierte
Strahlung mit der Ausgangswellenldnge hat eine hohe Wahr-
scheinlichkeit daflir, dass die Strahlung in der aktiven Zone

des Bauelementes 3 wieder absorbiert wird.

Zudem hat die Strahlung 4 mit der Ausgangswellenlange eine
hohere Wahrscheinlichkeit dafiir an den elektrischen Kontakten
6, 7 absorbiert zu werden, im Vergleich zu einer Strahlung

mit einer langeren Wellenlange. Dies trifft insbesondere fir
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blaues Licht zu, das vom Bauelement 3 erzeugt wird. Abhangig

von der gewahlten Ausfiihrungsform kann auf der Unterseite 10

des Bauelementes 3 eine weitere Spiegelschicht beispielsweise
in Form einer dielektrischen Schichtstruktur oder einer Halb-
leiterschichtstruktur vorgesehen sein. Auf diese weitere

Spiegelschicht kann jedoch auch verzichtet werden.

Der Anteil der Strahlung, der an der Grenzflache zwischen der
ersten Konversionsschicht 11 und der Unterseite 10 des Rau-
elementes 3 kann dadurch erhoht werden, dass die erste Kon-
versionsschicht einen hohen Brechungsindex aufweist. Insbe-
sondere kann das Matrixmaterial der ersten Konversionsschicht
einen hohen Brechungsindex aufweisen, der iiber 1,45 liegt.
Dadurch wird eine Abstrahlung der Lichtleistung iiber die Ab-

strahlflache 5 verbessert.

Ein weiterer Anteil der Strahlung 4, der in die erste Konver-
sionsschicht 11 eindringt, wird in der ersten Konversions-
schicht 11 absorbiert und mit der ersten Wellenldnge wieder
emittiert. Die Emission der elektromagnetischen Strahlung mit
der ersten Wellenlange erfolgt zu ungefdhr 50 % in Richtung
der Abstrahlflache 5. Die anderen 50 % der Strahlung mit der
ersten Wellenldnge werden in Richtung auf den Trager 2 abge-
geben. Bei Vorhandensein der Klebeschicht 13, die einen nied-
rigen Brechungsindex aufweist, wird die in Richtung auf den
Trager 2 emittierte Strahlung an der Grenzflache zwischen der
ersten Konversionsschicht 11 und der Klebeschicht 13 in Rich-
tung auf die Abstrahlflache 5 zurickgestreut. Auch dadurch
wird der Anteil der Strahlung reduziert, der tatsachlich auf
den Trager 2 beziehungsweise die Spiegelschicht 15 des Tra-

gers 2 auftrifft.

Der Anteil der elektromagnetischen Strahlung, der auf den
Trager 2 beziehungsweise auf die Spiegelschicht 15 des Tra-
gers 2 auftrifft, besteht aufgrund der ersten Konversions-
schicht 11 nur zu einem gewissen Anteil aus der Strahlung mit
der Ausgangswellenlange und zusatzlich aus einem Anteil aus

der elektromagnetischen Strahlung mit der ersten Wellenlange.
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Je hoher der Anteil der Strahlung mit der ersten Wellenlédnge
ist, umso hoher ist der Reflexionsgrad an der Spiegelschicht
15 sein. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Spiegel-
schicht 15 Silber aufweist oder aus Silber besteht und die
erste Wellenldnge langer ist als die Ausgangswellenlange der
Strahlung des Bauelementes 3. Silber weist eine hdhere Re-
flektivitat fir léngere Wellenlangen auf. Dadurch wird durch
die Anordnung der ersten Konversionsschicht 11 zwischen der
Unterseite des Bauelementes 3 und der Spiegelschicht 15 der
Anteil der von der Spiegelschicht 15 in Richtung auf die Ab-
strahlfldche 5 zurick reflektierten elektromagnetischen
Strahlung erhoht.

Fig. 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine wei-
tere Ausfiihrungsform eines Bauteils 1, das im Wesentlichen
gemall der Ausfiihrungsform der Fig. 1 ausgebildet ist. Bei
dieser Ausfihrungsform weisen jedoch die zweite Konversions-
schicht 12 und/oder die weitere zweite Konversionsschicht 20
zusdtzlich erstes Konversionsmaterial beispielsweise in Form

von ersten Konversionspartikeln 18 auf.

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch eine weitere Ausfih-
rungsform eines Bauteils 1, das im Wesentlichen gemal der
Ausfihrungsform der Fig. 1 aufgebaut ist, wobei jedoch bei
dieser Ausfihrungsform zusatzlich zwischen dem Trager 2 und
der zweiten Konversionsschicht 12 eine weitere erste Konver-
sionsschicht 19 angeordnet ist. In der dargestellten Ausfih-
rungsform weist die weitere erste Konversionsschicht 19, die
seitlich neben dem Bauelement 3 auf dem Tradger 2 angeordnet
ist, eine Dicke auf, die groBer als die Dicke der ersten Kon-
versionsschicht 11 ist, die unter dem Bauelement 3 angeordnet
ist. Die weitere erste Konversionsschicht 19 erstreckt sich
somit bis an Seitenflachen des Bauelementes 3. Die weiteren
zwelten Konversionsschichten 20, die seitlich neben dem Bau-
element 3 angeordnet sind, erstrecken sich in der dargestell-
ten Ausfihrungsform bis auf eine Oberseite 16 des Bauelemen-
tes 3. Zudem ist eine zusatzliche erste Konversionsschicht 21

zwischen dem Bauelement 3 und der zweiten Konversionsschicht
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12 angeordnet. Die weitere erste Konversionsschicht 19 und
die zusatzliche erste Konversionsschicht 21 kénnen aus dem
gleichen Material gebildet sein, wie die erste Konversions-
schicht 11.

Da in Abstrahlrichtung des Bauteils 1 die weitere erste Kon-
versionsschicht 19 beziehungsweise die zusadtzliche erste Kon-
versionsschicht 21 vor der weiteren zweiten Konversions-
schicht 20 beziehungsweise vor der zweiten Konversionsschicht
12 angeordnet ist, wird eine Absorption der Strahlung mit der
ersten Wellenlange in der zweiten Konversionsschicht 12 be-
ziehungsweise in der weiteren zweiten Konversionsschicht 20
reduziert, insbesondere vermieden. Dies wird dadurch er-
reicht, dass die weitere zweite Konversionsschicht 20 bezie-
hungsweise die zweite Konversionsschicht 12 in der Weise aus-
gebildet sind, dass die elektromagnetische Strahlung der ers-
ten Wellenlédnge kaum oder nicht absorbiert wird. Auf diese
Weise 1ist es einfacher, die tatsédchlich vom Bauelement 1 ab-
gestrahlte Wellenldngenverteilung durch die Schichtanordnun-

gen festzulegen.

Wie bereits ausgefihrt, kann auch bei den Ausfithrungsformen
der Fig. 2 und 3 eine Kleberschicht 13 zur Befestigung der
ersten Konversionsschicht 11 mit dem Bauelement 3 auf dem
Trager 2 vorgesehen sein. Abhdngig von der gewdhlten Ausfiith-
rungsform kann die Kleberschicht 13 auch zwischen der ersten

Konversionsschicht 11 und dem Bauelement 3 angeordnet sein.

Folgende Leuchtstoffe kénnen z.B. fir die Konversionsschich-
ten, insbesondere die Konversionspartikel verwendet werden,

wobei die Auflistung nicht abschlieBend ist:

1. Granate (Y,Lu,Tb)s(Al,Ga)s;01,:Ce3+
Alternative Schreibweilise Az:B:0;,:Ce?f mit A=Y, Lu, Tb al-
leine oder in Kombination, B= Al alleine oder in Kombi-

nation mit Ga
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. b-SiAlON EuySie ,Al,0,Ns_,

(Beschreibung: von der Struktur des b-5i3Ns abgeleitet
durch partielle Substitution von Si-N durch Al-0)

. a=-S1iA1ON MxSiio-pn-nAlyinOnNie—n:Eu (x=m/v, v=Wertigkeit des

Metalls M)
Beschreibung: feste Ldsungen im System a-Si3Ny-Al,03-A1IN-
MOy/2 mit M = Ca, Li, Y alleine oder in Kombination,

nicht beschrankt auf diese M)

. 222-S10Ne EASi,N,0,:Eu¢t mit EA = Sr, Ba, Ca und/oder Mg
. CASN, SCASN und verwandte Leuchtstoffe:

CaAlSiNs:Eu?t (CASN)

(Ca,Sr)AlSiNz:Eu?* (SCASN) (alternativ MAlSIN3:Eu2+ mit
M=Ca, Sr (alleine oder in Kombination; optional kann M
auch zum Teil durch Ba besetzt sein; optional kann das
Al:8i-Verhdltnis von 1:1 abweichen, wobei die Kompensa-
tion zum Ladungsausgleich z.B. durch einen gleichzeiti-
gen Austausch von N durch O oder von Ca, Sr durch Li er-
folgen kann)

(Sr,Ca)AlSiN3*SiyN,0:Eu?t

. Sr(Ca, Sr)Si,Al,Ng:Eu?t (optional kann das Al:Si-

Verhdltnis von 1:1 abweichen, wobei die Kompensation zum
Ladungsausgleich z.B. durch einen gleichzeitigen Aus-
tausch von N durch O oder von Ca, Sr durch Li erfolgen

kann)

. 258-Leuchtstoffe

(Ca,Ba, Sr),S1isNg:Eu?t (alternativ M;SisNg:Eu?t mit M=Ca,
Sr, Ba (alleine oder in Kombination))
(Ca,Ba,Sr),(S1i,Al):(N,O)s:Eu?t (alternativ

M2 (S1,Al1):(N,0)s:Eu?" mit M=Ca, Sr, Ba (alleine oder in

Kombination))

8. SLA (Sr,Ca) [LiAlsN.] :Eu?t

10.

11.

. AE4Al14055:Eu?t mit AE = Sr, Ba, Ca, Mg (alleine oder in

Kombination)

Orthosilikate M;SiQ4:Eu?* mit M=Ba, Sr, Ca, Mg (al-
leine oder in Kombination)

Nitridoorthosilikate My xLuxSi0:_4Nyx:Eu?* mit M=Ba,

Sr, Ca, Mg (alleine oder in Kombination)
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12. KSEF und verwandte Leuchtstoffe: K,;SiFg:Mn*" und
(K,Na),(Si, Ti)Fg:Mn*t
13. Quantendots

Generell sind bei den Leuchtstoffen in dieser Liste leichte
stdochiometrische Abweichungen im MaRBe wie sie dem Fachmann
bekannt sind, mdglich; weitere Co-Dotierungen mit anderen als
den genannten Aktivatoren sind im Stand der Technik bekannt

und konnen ebenfalls vorliegen.

Die Fig. 4 bis 7 zeigen Verfahrensschritte zur Herstellung
eines Bauteils 1, das einen Trager 2 in Form eines metalli-
schen Leiterrahmenabschnittes aufweist. Zudem ist ein zweiter
Trager 22 ebenfalls in Form eines weiteren metallischen Lei-
terrahmenabschnittes vorgesehen. Der Trager 2 und der zweite
Trager 22 sind in ein Moldmaterial 23 eingebettet und bilden
eine Tragerstruktur. Das Moldmaterial 23 besteht aus einem
elektrisch isolierenden Material, beispielsweise aus Epoxyma-
terial oder Silikon. Das Moldmaterial 23 verbindet mechanisch
den ersten und den zweiten Trager 2, 22. Zudem bildet das
Moldmaterial 23 einen umlaufenden Rahmen 24, der einen Auf-
nahmeraum 25 umringt. Im Aufnahmeraum 25 ist ein Rauelement 3
angeordnet. Das Bauelement 3 ist entsprechend dem Bauelement
3 der Figur 1 ausgebildet. Das Bauelement 3 weist auf der
Oberseite 16 einen ersten und einen zweiten elektrischen Kon-
takt 6, 7 auf. Zwischen einer Unterseite 10 des Bauelementes
3 und dem Tradger 2 ist eine erste Konversionsschicht 11 ange-
ordnet. Zudem kann abhangig von der gewahlten Ausfithrungsform
eine Kleberschicht 13 vorgesehen sein. Weiterhin kann der
Trager 2 auf einer Oberseite 14 eine Spiegelschicht 15 auf-
weisen. Die Spiegelschicht 15 kann, wie bereits zu Fig. 1
ausgefihrt, Metall aufweisen oder aus Metall gebildet sein.
Insbesondere kann die Spiegelschicht 15 Silber aufweisen oder
insbesondere aus Silber gebildet sein. Der Trager 2, die ers-
te Konversionsschicht 11 und das Bauelement 3 konnen gemal
den beschriebenen Ausfithrungsformen der Fig. 1 ausgebildet
sein. Der Aufnahmeraum 25 kann eine rechteckfdormige oder

quadratische Grundflédche aufweisen.
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In einem weiteren Verfahrensschritt werden Bonddrahte als
erste und zweite elektrische Leitung 8, 9 mit den elektri-
schen Kontakten 6,7 und dem Tradger 2 beziehungsweise dem
zwelten Trager 22 elektrisch leitend verbunden. Der Trager 2
und der zweite Trager 22 sind wie bereits ausgefihrt als Lei-
terrahmenabschnitte ausgebildet und somit aus einem
elektrisch leitenden Material. Der Trager 2 und der zweite
Trager 22 grenzen mit Unterseiten an eine Unterseite des Rah-
mens 24 und bilden mit den Unterseiten weitere Kontaktflachen
26, 27. In einem weiteren Verfahrensschritt wird ein flissi-
ges Matrixmaterial 28 mit zweiten Konversionspartikeln 34 in
den Aufnahmeraum 25 eingefiillt. Abhdngig von der gewahlten
Ausfihrungsform kann in dem Matrixmaterial auch ein erstes
Konversionsmaterial enthalten sein. Das Matrixmaterial kann
beispielsweise fliissiges Silikon sein. Dieser Verfahrensstand
ist in Fig. 6 dargestellt. Die zweiten Konversionspartikel 34
setzen sich mit der Zeit ab und bilden somit die in Fig. 1
dargestellte zweite Konversionsschicht 12 auf der Oberseite
des Bauelementes 3 und die weitere zweite Konversionsschicht
20 auf dem Trager 2 und dem zweiten Trager 22 neben dem BRau-
element 3. Das Matrixmaterial 28 ohne zweite Konversionspar-
tikel 34 oder mit geringer Konzentration von zweiten Konver-
sionspartikeln 34 bildet die Deckschicht 17. Dieser Verfah-
rensschritt ist in Fig. 7 dargestellt. Auf diese Weise kann

eine Anordnung gemal Fig. 1 erhalten werden.

Die Fig. 8 bis 10 zeigen Verfahrensschritte fiir eine einfache
Herstellung eines Bauelementes 3 mit einer ersten Konversi-
onsschicht 11. In Fig. 8 ist ein Wafer 29 dargestellt, der
bereits gedinnt wurde, wobei zudem elektrische Kontakte 6, 7
auf einer Seite des Wafers 29 angeordnet sind. Der Wafer kann
einen Saphirwafer mit einer Halbleiterschichtstruktur mit ei-
ner aktiven Zone zum Erzeugen elektromagnetischer Strahlung
darstellen. Die Kontakte 6,7 sind mit der p-Seite bzw. mit
der n-Seite der pn Struktur der aktiven Zone verbunden. Bei-

spielsweise kann die Halbleiterschichtstruktur eine Leuchtdi-



10

15

20

25

30

WO 2018/109060 PCT/EP2017/082757
- 19 -

odenstruktur darstellen, die z.B. auf einem GaN oder InGaN

Materialsystem basiert.

In einem folgenden Verfahrensschritt, der in Fig. 9 darge-
stellt ist, werden mithilfe von Laserstrahlen 30 Sollbruch-
stellen 31 in den Wafer 29 eingebracht. AnschlieBend wird auf
eine zweite Seite 32 des Wafers 29 eine erste Konversions-
schicht 11 aufgebracht. Die Konversionsschicht 11 kann bei-
spielsweise mit einem Sprithverfahren aufgebracht werden. Die
erste Konversionsschicht 11 kann beispielsweise als Matrixma-
terial Silikon aufweisen, in das erste Konversionspartikel
eingebettet sind. Weiterhin kann abhangig von der gewahlten
Ausfiihrungsform eine Kleberschicht 13 auf die erste Konversi-
onsschicht 11 aufgebracht werden. Die Kleberschicht 13 kann,
wie bereits zu Fig. 1 erlautert, aus Silikon bestehen und ei-
nen niedrigen Brechungsindex aufweisen. Der Brechungsindex
kann beispielsweise unter 1,45 liegen. Die Kleberschicht 13
stellt in diesem Ausfihrungsbeispiel eine transparente

Schicht dar, die einen niedrigen Brechungsindex aufweist.

In einem folgenden Verfahrensschritt, der in Fig. 11 darge-
stellt ist, werden einzelne Bauelemente 3 entlang der Soll-
bruchstellen 31 aus dem Wafer 29 gebrochen. Aufgrund der ge-
ringen Dicke der ersten Konversionsschicht 11 im Bereich zwi-
schen 1 und 20 um, insbesondere im Bereich zwischen 5 und

10 uym ist die Gefahr einer Beschadigung der ersten Konversi-
onsschicht 11 beim Brechen der Rauelemente 3 relativ gering.
Die erhaltenen Bauelemente 3 konnen dann, wie bereits erlau-

tert, zu einem Bauteil 1 weiter verarbeitet werden.
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BEZUGSZEICHENLISTE
Bauteil
Trager
Bauelement
Strahlung
Abstrahlfl&ache

erster elektrischer Kontakt
zwelter elektrischer Kontakt
erste elektrische Leitung
zweite elektrische Leitung
Unterseite Bauelement

erste Konversionsschicht
zwelte Konversionsschicht
Klebeschicht

Oberseite Trager
Spiegelschicht

Oberseite Bauelement
Deckschicht

erste Konversionspartikel
weitere erste Konversionsschicht

welitere zweite Konversionsschicht

zusdtzliche erste Konversionsschicht

zweliter Trager

Moldmaterial

Rahmen

Aufnahmeraum

erste weitere Kontaktfléache
zwelte weitere Kontaktfléache
Matrixmaterial

Wafer

Laserstrahl

Sollbruchstelle

zwelte Seite

zwelte Konversionspartikel
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PATENTANSPRUCHE

Bauteil (1) mit einem optoelektronischen Bauelement (3),
wobei das Bauelement (3) ausgebildet ist, um eine elekt-
romagnetische Strahlung (4) mit einer Ausgangswellenlédnge
zu erzeugen, wobeili das Rauelement (3) ausgebildet ist, um
die Strahlung (4) iber eine Abstrahlflache (5) abzugeben,
wobei das Bauelement (3) ausgebildet ist, um einen Teil
der Strahlung (4) iber eine Unterseite (10) abzugeben,
wobei ein Trager (2) vorgesehen ist, wobei eine erste
Konversionsschicht (11) vorgesehen ist, wobei die erste
Konversionsschicht zwischen der Unterseite des Bauele-
ments (3) und dem Trager (2) angeordnet ist, wobei die
erste Konversionsschicht (12) die Strahlung (4) des Bau-
elementes (3) wenigstens teilweise absorbiert und mit ei-
ner ersten Wellenldnge emittiert, wobei die erste Wellen-

lange groler als die Ausgangswellenldnge ist.

Bauteil nach Anspruch 1, wobei eine zweite Konversions-
schicht (12) vorgesehen ist, wobei die zweite Konversi-
onsschicht (12) tber der Abstrahlflache (5) des Bauele-
mentes (3) angeordnet ist, wobei die zweite Konversions-
schicht (12) die Strahlung (4) des Bauelementes (3) ab-
sorbiert und mit einer zweiten Wellenldnge emittiert, wo-
bei die erste Wellenldnge groler als die zweite Wellen-

lange ist.

Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Strahlung blau-
es Licht aufweist, wobei die erste Wellenlange rotes
Licht aufweist, und wobei die zweite Wellenldnge griines

Licht aufweist.

Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
die erste Konversionsschicht (11) eine Dicke aufweist,
die kleiner als 20 um, insbesondere kleiner als 10 pm

ist.
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Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
die erste Konversionsschicht (11) erste Konversionsparti-
kel (18) aufweist, die eine GroBe aufweisen, die kleiner

als 10 pm ist, insbesondere kleiner als 5 pm.

Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
die erste Konversionsschicht (11) ein Matrixmaterial und
erste Konversionspartikel (18) aufweist, wobei die ersten

<

Konversionspartikel (18) wenigstens 50 % Volumen der ers-

ten Konversiongsschicht (11), insbesondere wenigstens 70

Volumen der ersten Konversionsschicht (11) darstellen.

Bauteil nach Anspruch 6, wobei das Matrixmaterial einen
optischen Brechungsindex aufweist, der kleiner als 1,45

ist.

Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
zwischen dem Trager (2) und der Unterseite (10) des Bau-

elementes (3) eine Klebeschicht (13) angeordnet ist.

Bauteil nach Anspruch 8, wobei die Klebeschicht (13) ei-
nen optischen Brechungsindex aufweist, der kleiner als
1,45 ist.

.Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

auf dem Trager (2) eine Spiegelschicht (15) aufgebracht
ist, wobei die Spiegelschicht (15) insbesondere eine ho-
here Reflektivitdt bei einer groReren Wellenldnge auf-

weist.

.Bauteil nach Anspruch 10, wobei die Spiegelschicht (15)

Metall, insbesondere Silber aufweist.

.Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

die erste Konversionsschicht (11) auch seitlich neben dem

Bauelement (3) auf dem Tradger (2) angeordnet ist.



10

15

20

25

30

35

WO 2018/109060 PCT/EP2017/082757

13

14

15

le.

17

18

_23_

.Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

die zweite Konversionsschicht (12) auch seitlich neben

dem Bauelement (3) auf dem Trager (2) angeordnet ist.

.Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

eine weitere erste Konversionsschicht (19) zwischen der
Abstrahlfldche des Bauelementes (3) und der zweiten Kon-

versionsschicht (12) angeordnet ist.

.Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

die zweite Konversionsschicht (12) erste Konversionspar-
tikel (18) aufweist.

Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

das Bauteil ausgebildet ist, um weiBes Licht abzugeben.

.Bauteil nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei

die erste und/oder die zweite Konversionsschicht (11, 12)
Konversionspartikel (18, 34) mit unterschiedlichen Emis-

sionswellenldngen aufweisen.

.Verfahren zum Herstellen eines Bauteils mit einem opto-

elektronischen Bauelement, wobei das Bauelement ausgebil-
det ist, um eine elektromagnetische Strahlung mit einer
Ausgangswellenlange zu erzeugen, wobeil das Bauelement
ausgebildet ist, um die Strahlung iiber eine Abstrahlfla-
che abzugeben, wobei ein Tradger mit einem Rahmen bereit-
gestellt wird, wobei der Rahmen einen Aufnahmeraum
umgibt, wobei das Bauelement in den Aufnahmeraum auf dem
Trager in der Weise angeordnet wird, dass eine erste Kon-
versionsschicht zwischen einer Unterseite des Bauelements
und dem Trager angeordnet wird, wobei das Bauelement aus-
gebildet ist, um einen Teil der Strahlung iiber die Unter-
seite abzugeben, wobei die erste Konversionsschicht die
Strahlung des Bauelementes wenigstens teilweise absor-
biert und mit einer ersten Wellenldnge emittiert, wobei
die erste Wellenlange gréBer als die Ausgangswellenlange

ist, wobei in den Aufnahmeraum ein fliissiges Matrixmate-
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rial mit zweiten Konversionspartikeln eingefiillt wird,
wobei bei einem Absetzvorgang sich die zweiten Konversi-
onspartikel auf dem Bauelement absetzen und eine zweite

Konversionsschicht ausbilden.

Verfahren zum Herstellen eines Bauelementes, wobei ein
Wafer mit einer Halbleiterschichtstruktur zum Erzeugen
elektromagnetischer Strahlung bereitgestellt wird, wobei
in den Wafer mit Laserstrahlen Sollbruchstellen einge-
bracht werden, wobei auf eine Seite des Wafers eine erste
Konversionsschicht aufgespriht wird, und wobei nach einem
Ausharten der ersten Konversionsschicht der Wafer anhand
der Sollbruchstellen in einzelne Bauelemente aufgeteilt

wird.
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